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(57) Реферат:

Изобретение относится к нанотехнологии, в
частности к плазменным методам осаждения
наночастиц на подложку, которые могу быть
использованы в качестве катализаторов, как
чувствительные элементы датчиков и как
магнитные запоминающие среды. Устройство
для получения магнитных наночастиц на
подложке содержит вакуумную камеру с
размещенными в ней катодом с мишенью и
анодом, на котором расположена подложка,
систему откачки, вакуумметр и систему подачи
плазмообразующего газа. Устройство также
содержит манипулятор для перемещения
подложки с осажденными наночастицами в
зазор магнитопровода постоянного магнита или
электромагнита, используемого для
намагничивания наночастиц в заданном
направлении после их осаждения или после
травления поверхности подложки с

осажденными наночастицами. Способ
получения магнитных наночастиц на подложке
включает размещение исходной подложки
внутри вакуумной камеры, откачку вакуумной
камеры, напуск плазмообразующего инертного
газа, зажигание плазмы, бомбардировку мишени
и проведение цикла, включающего осаждение на
поверхность подложки наночастиц,
перемещение подложки посредством
манипулятора в зазор магнитопровода, в
котором создают магнитное поле с помощью
постоянного магнита или электромагнита, и
намагничивание осажденных наночастиц в
заданном направлении. Упомянутый цикл
повторяют до получения требуемого среднего
размера наночастиц. Получают магнитные
наночастицы заданного размера, заданной
плотности рассеяния по поверхности подложки и
заданной формы, а также получают аморфные
наночастиц. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 8 ил., 1 пр.
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